（発表題目）　LTEプラズマ中での非average-atomモデルによるイオンの電化分布

（発表内容）　LTEプラズマのオパシティの計算では、プラズマ中のイオンの電荷分布が必要であるが、これを求めるのに、通常、average atom modelが用いられている。average atom modelでは、プラズマ中のイオンを非整数の束縛電子数を持った仮想的原子(average atom)で置き換えるため、イオンの電荷分布は消失する。このため、 average atomでの電子軌道上の電子の分布を２項分布と仮定して、イオンの電荷分布を導いている。しかし、この２項分布モデルの内容の妥当性について、十分に検証されていない。そこで、今回、その妥当性についてAlプラズマ中の電荷分布に対して、２項分布モデルの方法とconfiguration averageされたDetail term accounting approximationを使って、それぞれで求め比較検証し報告した。

（聴衆の反応）

質問１
Alプラズマの電荷分布を計算し、average atom modelとの比較を行い、
それらの違いを示しているが、average atom model は重い物質で高温の場合は、
より正確になってくるので、提示されたような計算はしなくてもよいのではないか？

回答
average atom modelでは、全系のエネルギーを独立粒子モデルで計算しているので、
電子-電子相互作用のエネルギーが過大評価されている。このため、イオンの存在確率が増大し、その結果、電荷分布が一般に広がる傾向にある。このことはどんな物質を選んでも変わらない。

質問2
Alを計算した理由は何か？

回答
Ａｌの計算例が多く出されているので、比較できるため。

質問3
このような計算が必要になる背景は何か？

回答
天体プラズマのopacityやレーザー生成プラズマからのスペクトル解析ではaverage atom modelが用いられているが、このモデルでは電荷分布が広がりすぎるため、正しいopacityを与えているとは考えられない。また、bound-boundのline profileを２項分布から求めているが、これは
我々の計算結果とかなりずれていることも分かったので、より、正確な理論により、opacityを求める必要がある。

（発表感想）　初めての学会発表だったので、緊張した。普段の研究活動が大切だと感じた。
　

